
Плотность энергии, переданной от электронного 

возбуждения в решетку

Плотность энергии также растет с 

температурой решетки

Импульсная зависимость 

функции потерь

Функция потерь из оптических 

экспериментов

Потери энергии иона Bi в SiC

Eion = 1–10 MэВ/нукл. и Mion > 10 mp

Моделирование влияния температуры на образование 

треков быстрых тяжелых ионов в карбиде кремния
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Вывод: Предсказано возникновение радиационных повреждений в SiC при высоких 

температурах облучения

Длины пробега электронов до рассеяния на 

решетке

Сечение рассеяния растет с 

температурой решетки
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3. Результаты моделирования

1. Введение

Схематичное изображение прохождения

иона через решетку 6H-SiC
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Рекристаллизация первичного повреждения в течении ~25 пс
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Образование пустот в центральной 

области трека

После охлаждения до 300°𝑲 в 

течении 100 пс пора остается

Вытянутая часть поры ~3нм направлена по оси 
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2. Модель
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Bi 710 МэВ

При 300°K треков экспериментально не 

наблюдалось [5]!
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В расчетах используется потенциал Vashishta [6]
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Шкала характерных масштабов протекания процессов в треке БТИ

https://doi.org/10.48550/arXiv.2209.10270

Примеры сфер применения SiC

Траектории частиц в МД находятся по алгоритму Верле:

Монте-Карло код TREKIS-3 [1].

Описание возбуждения 
электронов и передачи энергии в 

решетку.

Создание начального поля 
скоростей для молекулярной 

динамики (МД) [2].

Пакет LAMMPS [3].

Моделирование эволюции 
возбужденной атомной 
подсистемы методами 

классической МД.

Дифференциальное сечение рассеяния на системе взаимодействующих частиц [4]:
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